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貴金属を用いたケミカルエッチングはシリコン表面の加工手法の一つとして注目されている．

貴金属は酸化剤の還元反応を促進するため，貴金属直下のシリコンが優先的に溶解する．あらか

じめ貴金属をパターニングすることでシリコンのパターンエッチングも可能である[1]．しかし，

貴金属が高価であることや基板の金属汚染が課題として挙げられる．そこで，当研究室では酸化

グラフェン(GO)に着目してきた．GO は VUV 光照射で容易に除去可能であり，酸化剤の還元反応

に対する活性が示唆されている．実際，窪田らは GO をシリコン基板に展開し過酸化水素とフッ

化水素酸を混合したエッチング液に浸漬することで GO 直下のシリコンのアシストエッチングに

成功した[2]．本発表ではシリコン基板に展開した GO を VUV 光とフォトマスクを用いてパター

ニングしたのちエッチングすることで，シリコンのパターンエッチングに成功したので報告する． 

GO を水素終端化したシリコン(111)基板(n-type)上に担持した．次にこの基板にフォトマスクを

取り付け，乾燥空気で満たしたチャンバー内で VUV 光を 10 分間照射して GO のパターニングを

行なった．その後，フッ化水素酸(HF, 50 wt.%)と過酸化水素(H2O2, 30 wt.%)を体積比 1:1 で混合し

たエッチング液に 16 時間浸漬した．作製した試料の AFM 表面形状像を Fig. 1 に示す．VUV 光に

よってパターニングされた形状と同様の形状でSi基板がエッチングされておりSi基板のパターン

エッチングに成功した．現在，GO の担持方法，VUV によるパターニング条件や種々のエッチン

グ液について調査を行なっており，詳細は当日報告する予定である． 

  

Fig. 1 Topographic images and cross-sectional profile of patterned GO on Si substrate (a) Before and (b) 

after etching in the mixture of HF and H2O2. 
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